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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Моделювання просторової організації точкових дефектів в опромінюваних системах

2. Modeling spatial organization of point defects in irradiated systems

Реферат:
1. Установлено умови проходження процесів структуроутворення точкових дефектів унаслідок дії
опромінення і виникнення деформаційних нестійкостей при врахуванні стохастичної генерації дефектів.
Виявлено динамічні режими росту кластерів вакансійного типу та дислокаційних петель в чистих металах на
прикладі нікелю. У рамках розвинених підходів показано, що характерний розмір вакансійних кластерів
складає величину декількох нанометрів залежно від швидкості пошкоджень та температури опромінення.
Виявлено умови та особливості проходження процесів відбору структур при опроміненні тонких металевих
плівок. Установлено, що стохастичний процес генерації дефектів не приводить до порушення
автомодельного режиму росту пор, збільшуючи лише розмір пop. Виявлено, що при зростанні інтенсивності
дислокацій відбувається кросовер динамічних режимів росту розмірів йор зі зменшенням динамічного
показника від 1/2 до 1/3. Розглянуто процеси перерозподілу нерівноважних вакансій при спінодальному
розпаді опромінюваного бінарного твердого розчину. Виявлено, що зі збільшенням швидкості
дефектоутворення процеси спінодального розпаду замінюються процесами формування просторових



вакансійних структур. Установлено, що формування кластерів вакансій супроводжується відбором структур.
Досліджено процеси фазового розшарування за дислокаційним механізмом в опромінюваних бінарних
системах з балістичним потоком атомового перемішування. Показано, що дислокаційний механізм
уповільнює процес упорядкування. Установлено, що просторові кореляції шуму балістичного потоку
стимулюють сегрегацію ядер дислокацій в околі міжфазних границь.

2. The conditions for the passage of the processes of the formation of point defects as a result of the action of
irradiation and the appearance of deformation instabilities are established when stochastic defect generation is
taken into account. Dynamic regimes of growth of vacancy-type clusters and dislocation loops in pure metals are
revealed on the example of nickel. In the framework of developed approaches, it is shown that the characteristic
size of the vacancy clusters is several nanometers, depending on the rate of damage and the temperature of
irradiation. The conditions and properties of the passage of the selection processes of structures upon irradiation
of thin metallic films are revealed. It is established that the stochastic process of defect generation does not lead to
a disruption of the self-similar void growth regime, increasing only the void size. It is found that when the intensity
of dislocations increases, a crossover of dynamic regimes of void size growth takes place with a decrease in the
dynamic index from 1/2 to 1/3. The processes of nonequilibrium vacancies rearrangement during spinodal
decomposition of the irradiated binary solid solution are studied in details. It was revealed that with increasing the
rates of defect formation processes of spinodal decomposition are replaced by processes formation of spatial
vacancy structures. It was established that the formation clusters of vacancies is accompanied by the selection of
structures. The processes of phase decomposition by a dislocation-sustained mechanism in irradiated binary
systems with ballistic the flow of mixing atoms are studied. It is shown that the dislocation mechanism slows down
the process ordering. It is established that the spatial correlations of the ballistic flow noise stimulate segregation
of dislocation nuclei in the vicinity of interphase boundaries.
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